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Abstract (en)
[origin: WO8303485A1] An intra-level, hybrid electron beam/optical lithographic process. A substrate is prepared by applying an adhesion promoter
which is compatible with both electron beam and optical processing. To the adhesion promoted substrate surface a layer of positive resist material
is applied. A fine pattern (10) is delineated in the resist by writing with an electron beam to leave a fine pattern of unexposed resist. Large areas (12)
of the resist material are optically exposed while protecting the fine pattern with an optically opaque mask. Electron beam (10) and optically exposed
(12) portions are removed in a developing step to leave a fine geometry pattern of resist adherent to the substrate surface.

Abstract (fr)
Procédé lithographique hybride a rayon électronique/optique intra-niveau. Un substrat est préparé en appliquant un activeur d'adhésion compatible
aussi bien avec le traitement par rayon électronique qu'avec le traitement optique. On applique a la surface du substrat soumise a I'action de
I'activeur d'adhésion un matériau de protection positif. Un motif fin (10) est obtenu dans le matériau de protection en écrivant au moyen d'un
rayon électronique de maniere a laisser un motif fin de matériau de protection non exposé. De larges zones (12) du matériau de protection sont
exposées optiquement tout en protégeant le motif fin a I'aide d'un masque optiquement opaque. Les parties exposées au rayon électronique (10) et
optiquement (12) sont enlevées au cours d'une étape de développement de maniére a laisser un motif géométrique fin de matériau de protection
adhérant a la surface du substrat.
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